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Нанотехнологии в последние годы стали одной из наиболее важных и захватывающих 
областей знаний, которые открывают большие перспективы при разработке новых 
материалов, совершенствовании связи, развитии биотехнологии, микроэлектроники, 
энергетики, здравоохранения и вооружения. Развитие элементной базы нанотехнологий 
невозможен без контроля и диагностики технико-эксплуатационных характеристик этих 
элементов. Без сомнения самыми перспективными среди таких методов контроля являются 
методы микроскопии, которые завоевали лидерство в направлении неразрушающего контроля 
и диагностики нанометрических материалов и позволяют наиболее точно описать 
фундаментальное понимание явлений и механизмов наномасштабних элементов и структур. 
Цель работы –определение методов регистрации наночастиц. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задания: 
- рассмотреть основные методы исследования структуры материалов, параметры 
микроструктуры и способы ее визуализации; 
- рассмотреть метод сканирующей электронной микроскопии и сканирующей ионной 
микроскопии. Провести сравнение этих методов и выделить преимущества; 
- ознакомиться с современными экспериментальными средствами исследования 
материалов с нанометровым пространственным разрешением на примере СГИМ 
(сканирующий гелий ионный микроскоп). 
В настоящее время (начало 2016 года) сканирующая электронная микроскопия, 
фактически исчерпала возможности своего дальнейшего развития, поскольку, на протяжении 
50-летнего процесса непрерывного совершенствования методов и техники, вплотную 
подошла к фундаментальному ограничению предельного разрешения, которое заключается в 
невозможности дальнейшего уменьшения диаметра сфокусированного пятна электронного 
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пучка за счет эффекта дифракции. Поэтому прорывной технологией, отвечающей такой 
проблематике, является сканирующая ионная микроскопия. 
Актуальность данной темы раскрывает исследование материалов с нанометровым 
разрешением с помощью сканирующего гелий ионного микроскопа, так как множество 
исследований во множестве областей ведутся именно на этом приборе. Технология, 
положенная в основу сканирующей ионной микроскопии постоянно совершенствуется. 
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